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Abstract (en)
A cathode arrangement for a GTO thyristor has a planar emitter zone (2) embedded in a base layer (1), a gate electrode (4) contacting the base
layer (1), a metal emitter electrode (13) provided on the emitter zone (2), and a metal pressure plate (7) pressed on the emitter electrode surface
which is at least 10-15 microns above the emitter zone surface so that the underside of the pressure plate (7) is spaced from the top of the gate
electrode (4). The novelty comprises one of the following: (a) the emitter electrode (13) covers an insulating layer (8) applied on the emitter zone
(2) such that it contacts the emitter zone (2) at the edge of the insulating layer (8); (b) a resistive layer, provided between the emitter zone and the
emitter electrode, extends laterally from the middle of the emitter zone surface over an insulating film to the emitter zone edge where it contacts the
emitter electrode; or (c) the emitter electrode comprises an electroplated metal layer.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Kathodenanordnung für GTO-Thyristoren mit einer in eine Basisschicht (1) planar eingebrachten Emitterzone (2), auf
der sich eine höckerartige Emitterelektrode (13;3,14) befindet, deren Höhe entweder durch Unterfütterung mit einer Isolatorschicht (8) oder durch
eine Galvanikschicht (14) ausreichend groß eingestellt ist, damit sich eine Druckplatte (7) in ausreichendem Abstand von Gate-Elekroden (4)
befindet. Zwischen der Emitterelektrode (13;3,14) und der Emitterzone (2) kann gegebenenfalls noch eine laterale Widerstandsschicht (11) aus
polykristallinem Silizium vorgesehen werden. <IMAGE>
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